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(54) PHƯƠNG PHÁP TẠO MẪU HÌNH KIM LOẠI, VÀ VẬT DẪN ĐIỆN
(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo mẫu hình kim loại trên phần tạo mẫu hình 
chiếm một phần hoặc toàn bộ vùng bề mặt của vật liệu nền, vật liệu nền này có lớp nhựa 
chứa flo trên bề mặt có ít nhất phần tạo mẫu hình này, phương pháp này bao gồm các 
bước: tạo ra nhóm chức trên phần tạo mẫu hình của lớp nhựa chứa flo bởi việc xử lý như 
chiếu xạ tia cực tím, tiếp đó phủ lên bề mặt của vật liệu nền thể phân tán lỏng chứa hạt kim 
loại mịn trong đó các hạt kim loại mịn được bảo vệ bởi hợp chất amin làm chất bảo vệ thứ 
nhất và axit béo làm chất bảo vệ thứ hai được phân tán trong dung môi, và cố định các hạt 
kim loại mịn trên phần tạo mẫu hình này. Vật dẫn điện được tạo ra theo phương pháp này 
cũng được đề xuất.
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